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摘 要

本論文提出P+-Si/MQW-(SiGe/Si)/i-SiGe/N+-Si光吸收-累崩分離結構的二極體光檢測器，SiGe/Si的量子井結構是以超高

真空化學氣相沉積系統所成長。此樣品的PL峰值波長約為1200nm與1500nm顯示分別為Si與SiGe。 目前尚未有光吸收-累崩

分離結構的SiGe元件提出。本論文提出了P+-Si/MQW-(SiGe/Si)/i-SiGe/N+-Si光吸收-累崩分離結構的二極體光檢測器，期

望光檢測器在照光後能由i-SiGe層吸光，進而產生電子-電洞對，由於光檢測器的工作原理是工作於逆偏之下，P+接負

、N+正，因此產生的電子會被直接拉到N+區，而電洞則會經過MQW結構再到達P+區，其目的是利用MQW的ΔEV＞

ΔEc，期望電洞經過MQW時，可藉由較高的ΔEV獲得較高的動量，進而撞擊出更多的電子電洞對來達到較高的增益。 

實驗結果顯示本結構在約-2V左右有明顯的光增益，證實此結構確實有效。 本實驗採用不同的鋁電極圖形，在偏壓為-1V

時，點電極的光暗電流比為15.19倍，網狀電極的光暗電流比為52.6倍；點電極加鍍薄膜的光暗電流比為17.9倍，網電極加

鍍薄膜的光暗電流比為134倍，結果顯示網狀電極較點狀電極佳；有鍍金屬薄膜又較沒鍍金屬薄膜的佳。 此外，我們在IV

量測的過程中，發現到此結構在照光後有太陽能的IV特性，點電極有鍍膜的轉換效率已達8.26%
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